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はじめに：アモルファス In-Ga-Zn-O (a-IGZO) [1]は既に、高解像度の液晶ディスプレイや大型

OLEDテレビの薄膜トランジスタ (TFT) に実用化されており、さらにはフレキシブルディスプレ

イへの応用も期待されている。一般に、室温で作製した a-IGZO TFTは 300 ~ 400 
o
Cで熱処理を施

すことで安定性や均一性などが改善することが知られている。また、私たちはこれまでに、TFT

特性は a-IGZO膜中の水素不純物や弱結合酸素の量に大きく依存することを報告した。今回、不純

物水素が a-IGZOの構造や光学特性に与える新たな影響について報告する。 

実験：a-IGZO膜は、高周波マグネトロンスパッタリング法を用いて室温成膜した。不純物水素に

よる影響を調べるため、背圧の異なる 2つのスパッタ装置を用いた。一つは背圧が 10
–4

 Pa程度の

スタンダード (STD) スパッタ装置 (膜中の水素量[H]が 10
20

 ~ 10
21

 cm
–3程度) 、もう一つは 10

–7
 Pa

程度の超高真空 (UHV) スパッタ装置 ([H] < 5×10
19

 cm
–3

) である。膜厚は 150 nm程度とし、成膜

後に純乾燥酸素雰囲気中で 300 ~ 700 
o
Cで 1時間熱処理を施した。紫外-近赤外分光光度計を用い

て Tauc’ gap (Eg) を見積もった。また、昇温脱離ガス分析法 (TDS) により STD膜と UHV膜の H2O

の脱離量の比較を行い、分光エリプソメトリー法を用いた高温 in-situ 測定から構造緩和挙動を調

べた。 

結果：Fig. 1のように、水素の少ない UHV膜では、室温

での Eg は熱処理温度 (Tann) に対して単調に増加した。

一方、STD膜では、Tann = 500 
o
Cで一度 Egが減少し、そ

の後増大した。STD膜では TDSより 500 
o
Cまで大量の

H2Oの脱離が観察されたことから、膜中の不純物水素に

より STD膜の室温の Egは約 0.1 eV大きくなっており、

500 
o
Cの熱処理で膜中の水素がH2Oとして脱離した結果、

UHV膜の挙動に近づいた、として説明できる。当日は構

造緩和挙動の違いについても報告する。 

[1] K. Nomura et al., Nature 432 (2004) 488 
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Fig. 1 Eg as a function of Tann  
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